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(57) Abstract: The present invention relates to a photodetector (3) comprising: a longitudinal portion (12) of a waveguide (11) which
comprises or is formed by two waveguide segments (12a, 12b), which extend at least substantially parallel to one another in the longi-
tudinal direction and are preferably distanced from one another in the transverse direction, forming a gap (14) between them; and an
active element (13), which overlies the longitudinal portion (12) of the waveguide and comprises at least one material or consists of at
least one material that absorbs electromagnetic radiation of at least one wavelength and generates an electric photosignal as a result of
the absorption, the two waveguide segments (12a, 12b) each being in contact, at least in some portions, on at least one side, in particular
on the side facing the active element (14), with a gate electrode (15a, 15b) which preferably comprises silicon or consists of silicon.
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft einen Photodetektor (3) umfassend einen Léngsabschnitt (12) eines Wel-
lenleiters (11), der zwei sich in Langsrichtung und zumindest im Wesentlichen parallel zueinander erstreckende Wellenleitersegmente
(12a, 12b), die bevorzugt in Querrichtung unter Bildung eines sich zwischen ihnen erstreckenden Spaltes (14) voneinander beabstandet
sind, umfasst oder dadurch gebildet wird, und ein aktives Element (13), welches den Langsabschnitt (12) des Wellenleiters tibergreift
und wenigsten ein Material umfasst oder aus wenigstens einem Material besteht, das elektromagnetische Strahlung wenigstens einer
Wellenlidnge absorbiert und infolge der Absorption ein elektrisches Photosignal erzeugt, wobei die beiden Wellenleitersegmente (12a,
12b) jeweils an wenigstens einer Seite, insbesondere an der dem aktiven Element (14) zugewandten Seite zumindest abschnittsweise
mit einer bevorzugt Silizium umfassenden oder aus Silizium bestehenden Gateelektrode (135a, 15b) in Kontakt stehen.



